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Doubles transistors PNP silicium  *2N 3347
Planar épitaxiaux *2N 3348

Dual PNP silicon transistors *2N 3349

Epitaxial planar

- Amplification différentielle faible bruit ;
Low noise differential smplification

- Transistors complémentaires aux
2N 2639 a 2N 2641 Veeo -45 Vv
Cornplementary transistors of | c -30 mA
2N 2639 at 2N 2641

hgqel10 uA) 40 - 300

0,9 min. 2N 3347

h
~21E1 0,8 min. 2N 3348
Dissipation de pui maximal s .
Maximum powst dissipstion 21E2 0,6 min. 2N 3349
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Valeurs limites absolues d'utilisation 3 tamp=256°C

/ imith ( Sauf indications contraires)
Absolute ratings (limiting values) [ Unfass atherwise spevified)

Parambtre
Persmeter
Tension collecteur-base Veso —60 v
Callectar-base voltage
Tension collecteur-émetteur V
Collector-amitter voltage CEO —45 v
Tension émetteur-base V, _
Emitter-base voitage EBO 8 v
Courant collecteus \ _
Collector current C 30 mA
1 glément {1) 03
25°C

Dissipation de puissance _#mb = C 74 @) P 0, w
Power dissipation 1 dlément (3) tot

t SBC e 4

el 2 dlemants (4) 1,
Température de jonction t;
.IuncEion rnmpcr’amn max. ] 175 °C
Température de stockage min. t — 65 oc
Storage tamperature max. 9 +200
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2N 3347 *
2N 3348 *
2N 3349 +*

Caractéristiques générales & tamp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques d‘appariement
Matching characteristics

{ Sauf indications contraires)
[ Unless otherwise specified)

Paramitre Conditions de mesure Min. | Typ. | Max.
Paramatsr Toat contitions Min. | Tyn. Marx.
! 2N 3347 | hopy 0,9 1
Condition d’appariement du rapport de 1 = —10 A -
transfert direct du courant \? - 5V 2N 3348 | hoqga 08 1
Static forward current transter ratio balance CE 3N 3349| tote 1) | 06 1
2N 3347 5
Tension différentielle base-metteur e = TVOLA ToN3348 [Veri Vaez 10| mv
Basa-grmi ! diffe jal = — "
asa-amitter voltage differential VCE SV 2N 3349 20
e = —10 pA 2N 3347 0,8
Vgp = BV 2N 3348 16
Coefficient de temperature de la tension | _55°C 25°C A
différentielie base-émetteur < tami 2N 3349 Vo1 Vo) 3.2 WV oG
:::::;im’ voltage differential temperature i c = —10 pA 2N 3347 ation 1
Vce = -8V [;n3348
25 C< tyy< 125°C [y 3309 p
Note 1 :hyqgq est le plus petit des deux hgyyp mesurés
The lowest hZIE reading is taken as hJIEI
Caracteristigues statigues pour chague transistor élémentaire
Static charactaristics for sach elomentary transistor
t 0 I
E = —10{ nA
VCB = 45V
Courant résiduel collecteur-base —
Colisetor-base cut-off current ‘E =0 ICBO
Vep = —45V
-10 | HA
tamp = 150°C
le = O
Courant résiduel émetteur-base Vo = 6v leao -2 | nA
Emittar-base ¢cyt-off current EB T -
. i = 4]
Tension de claquage collecteur-base E A —
Collector-base grcgzdown voltsge o = —10 A {BRICBO . 80 v
Tension de claguage collecteur-émetteur ‘s ° v * v
Collector-emitter Braakdown voltage lc = -10 mAJ IBRICEQ| —45




* 2N 3347
* 2N 3348
* 2N 3349

Caractéristiques générales a tapmp = 25°C
General characteristics

Caractéristiques statiques pour chaque transistor élémentaire
Static charscteristics for ssch slementary transistor

T T T ” FhRYATE

P Wi, | Wz,
o , e, kﬂ" Max
. | = 0
Tension de claquage émetteur-base c -
Emitter-base b?ukg:own voltage g = -10 zA V(BR)EBO 6 v
:f i :;ov“A 40 300
Valeur statique du rapport du transfert CE h
direct du courant 21E
Static forward currant transfer ratio Ilc = -1TmA 80
Veg = -5V
Tension base-émetteur lc = -10maA Vv —09| v
Base-emitter voltage VCE = -5V BE .
. " ! - —10mA
Tension de saturation collecteur-émetteur | 'C Veksat 051 v

Collector-emitter saturation voltage Ig -0,5 mA

Caractéristiques dynamiques pour chaque transistor élémentaire (pour petits signaux)

ly tics for sach ary Ir i {for small signals})
f = 1kHz
Rapport de transfert direct du courant | = -1 mA
Forward current transfer ratio \f: _ 5 c h215 60 600
CE ~ -
f = 1kHz
Impédance d’entrée | E -
Input impedance \f ; CA P11e 18 20 ) k@
CE = —
f = 1 kHz
Admittance de sortie 1 = - .,
Output sdmittance Vc ; r\;\A ha2e 100 | u$
CE = —
| -
. C = —-1mA
Fréquence de transition
T:lég:iﬂan frequency Vee = 3—3 h\ﬂIH tr 60 MHz
f = z
c ith Veg = BV
apacité de sortie =
Ou‘:puf capacitance |E - o C22b 6 pfF
f = 1 MHz
ca " Vgg = -08V
acité d'entrée =
Llnﬂput capacitance :C - (1) MH c“b 8 pf
= H
! |
i i I = =10uA 1
Facteur de bruit Veg = BV
Noise figure Rg = 10kQ2 F 4 dB

B = 15,7 kHz




